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SFONDO DELL’ INVENZIONE E.‘l GIU. 2000 T 2000A 000510
1. Campo dell’invenzione
La presente invenzione si riferisce ad una com-

posizione di rivestimento superiore e ad un procedi-

mento per formare un disegno fine usandco la composi- gg
[

zione, che vengono usati per un procedimento fotoli- s e

tografico di un metodo per la fabbricazione di un di- %f‘%

, S5 s

spositivo semiconduttore. In particolare, § é

W2

l1’invenzione si riferisce ad una composizione d4i ri-
vestimento superiocre per la protezione nei confronti
della contaminazione con ammina e ad un metodo per
formare un disegno fine usando 1la compésizione, i quali
sono adatti per un procedimento fotolitografico per
formare un disegno ultramicro impiegando fonti di lu-
ce aventi una lunghezza d'onda ultracorta inferiore a
250 nm.

2. Descrizione della tecnica di fondo

Recentemente, i fotoresist DUV del tipo ad am-

piificazione chimica sono stati studiati in modo da



ottenere una elevata sensibilita nei procedimenti per
la formazione di immagini minute per la preparazione
di dispositivi semiconduttori. Tali fotoresist vengo-
no preparati miscelando un generatore di fotocacido ed
un polimeroc di resina matrice aventi un gruppo insta-
bile all’acido.

Secondo 1l meccanismo di reazicne di tale foto-
resist (talvolta indicato come “PR”), 1l generatore
di fotoacido genera acido guando illuminato mediante
una fonte di luce, e la catena principale o la catena
ramificata della resina viene fatta reagire con
lfacido generato per decomporla o reticolarla. Il
cambiamento di polaritad della resina induce differen-
ze di solubilita fra la porzione esposta e la porzio-
ne non esposta nella soluzione di sviluppo, per for-
mare un disegno predeterminato.

Nel procedimente litografico, la risoluziocone di-
pende dalla lunghezza d’'onda della fonte di luce, mi-
nore & la lunghezza d’'onda, pit minuta & il disegno
che pué venire formato.

I procedimenti litegrafici che impiegano fonti
di luce aventi una lunghezza d’onda inferiore a 250
nm, sono stati studiati recentemente. Per quanto ri-

guarda il polimero per fotoresist adatto vi €& un for-

te interesse per un polimero contenente derivati ali-
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ciclici nella sua catena principale o ramificata.
Tuttavia, 1’applicazione di questi polimeri alicicli-
ci al metodo per la fabbricazione di un semicondutto-
re ha molti svantaggi. Per esempio, le proprieta chi-
miche del polimero aliciclico devono venire medifica-
te per effetto dell’acido generato mediante 1’esposi-
zione alla luce. Inoltre, 1’acido generato pud¢ venire
neutralizzatoc mediante composti amminici dell’ambien-
te nel tempo fra l’espcsizione e la cottura post-
esposizione (“effetto di ritardo post-esposizione”).
Come risultato, pud non venire ottenuta una risolu-
zione desiderata oppure i1 disegno pu¢ avere una for-
ma a T (“deformazione a T”). Questo problema & spe-
cialmente pronunciato quando la concentrazione di am-
mina dell’ambiente é& superiore a 30 ppb, che non por-
ta alla formazione di un disegno.

Per superare gli svantaggili summenzionati, nella

tecnica precedente sono stati suggeriti 1 seguenti

metodi:
(1) Un metodo di ricottura in cui la resina PR
viene cotta oltre la sua temperatura di transizione

(Tg) dopo che il PR & stato rivestito [vedi

vetrosa
W. D. Hinsberg, S. A. MacDonald, N. J. Clecak, C. D.
Snyder e H. Ito, Proc. SPIE, 1925, (1995) 43; H. Ito,

W. P. England, R. Sooriyakumaran, N. J. Clecak, G.
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Breyta, W. D. Hinsberg, H. Lee e D. Y. Yoon, J. Pho-
topolymer Sci. and Technol., 6, (1893) 547; G.
Breyta, D. C. Hofer, H. Ito, D. Seeger, K. Petrillo,
H. Moritz e T. Fischer, , J. Photopolymer Sci. and
Technol., 7, (1994) 449; H. Ito, G. Breyta, D. Hofer,
R. Socoriyakumaran, K. Petrillo e D. Seeger, J. Photo-
polymer Sci. and Technol., 7, (1994) 433; H. Ito, G.
Breyta, R. Sooriyakumaran e D. Hofer J. Photopolymer
Sci. and Technol., 8 (1985) 505j;

(2) Aggiungere il composto amminico al PR [vedi
Y. Kawai, A. Otaka, J. Nakamura, A. Tanaka e T.
Matsuda, J. Photopolymer Sci. and Technol., 8 (1295)
535; S. Saito, N. Kihara, T. Naito, M. Nakase, T. Na-
kasugi e Y. Kay, Photopolymer Sci. and Technol., 9
{1996) 677; S§. Funato, Y. Kinoshita, T. Kute, 5. Ma-
suda, H. Okazaki, M. Padmanaban, K. J. Przybilla, N.
Suehiro e G. Pawlowski, J. Photopolymer Sci. and
Technol., 8 (1995) 543};

{3) Formare un rivestimento superiore su una
porzione superiore del PR per proteggere il PR neil
confronti della contaminazione amminica ambientale,
dopo la fase di rivestimento superiore e cottura del
PR [vedi J. Nakamura, H. Ban, Y. Kawal e A. Tgnaka,
J. Photopolymer Sci. and Technol., 8 (1995) 555; A.

Oikawa, Y. Hatakenaka, Y. Ikeda, y. Kokubo, S. Miya-
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Santoh e N. Abe, J. Photopolymer Sci. and

8 (1995) 519].

i metodi convenzionali precedenti pre-
come la complicazione

ta, N.
Technol.,

Tuttavia,

sentano anche molti svantaggi,
& difficile formare un

del procedimento. Attualmente,
disegno ultrafine usando i metodi precedenti.
SOMMARTO DELL' INVENZIONE

Per conseguenza, uno scopo della presente inven-—
zione consiste nel fornire una composizione di rive-

stimento superiore contenente un comnposto di prote-
zione nei confronti della contaminazione con ammina,
che possa risolvere i probleml summenzionati.
Inoltre, un altro scopo della presente invenzio-
ne consiste nel fornire un procedimento per formare

fotoresist usando la composizione di

un disegno di
rivestimento superiore summenzionata.

BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNI
Le Figure 1 e 2 sono fotografie SEM mostranti un

e

disegno di fotoresist convenzionale;
Le Figure 3 a 7 sono fotografie SEM mostranti il
secondo un esempio preferito

disegno di fotoresist

della presente invenzione.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FORME DI REALIZZAZIONE

la presente

PREFERITE
Per ottenere gli scopi suddescritti,

o
38)
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invenzione fornisce una composizione di rivestimento

superiore per la protezione nei confronti della con-
taminazione con ammina comprendente un materiale di
rivestimento superiore ed un composto per la prote-
zione nei confronti della contaminazione con ammina
che ha una proprietd basica o debolmente basiéa (cioe
un composto basico). La presente invenzione fornisce
anche un metodo per formare un disegno fine utiliz-
zando tale composizione.

Nella presente invenzione si pud usare gqualsiasi
dei materiali commercialmente disponibili per il ri-
vestimento superiore di dispositivi semiconduttori,
che sono ben noti ad una persona di ordinaria espe-
rienza nella tecnica. Esempi di tali materiali.sonb
venduto con il nome “*NFC 540”7 dalla Japan Synthetic
Rubber e “Aguatar” dalla Clariant, Inc.

Il composto per la protezione nei confronti del-
la contaminazione con ammina della presente invenzio-
ne & un composto basico o debolmente basico, preferi-
bilmente un composto solubile in acgua, compresi com-
posti ciclici e aciclici contenentl azoto. Esenmpi di
compostil contenenti azoto che sono utili nella pre-
sente invenzione comprendono derivati amminici {com-
prendenti derivati di amminoacidi); derivati ammidi-

ci; composti uretanici comprendenti urea; e loro sa-
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1i. Il campo di % molare del conmposto per la prote-
zione nei confronti della contaminazione con ammina &
preferibilmente 0,001-0,1 moli% rispetto all’acqua,
pia preferibilmente 0,C005-0,05 moli% rispetto
all’acqua e molto preferibilmente 0,007-0,03 moli%
rispetto all’acqua.

Preferibilmente, 1’acido coniugato (cioe una
forma protonata) del composto basico ha un pKa di
circa 13 o meno, preferibilmente di circa 11 o meno,
piu preferibilmente di circa 9 o meno e moltc prefe-
ribilmente di circa 7 ¢ meno.

In una forma di realizzazione particolare, il
composto per la protezione nei confronti della conta-

minazione con ammina & un composto di formuia I:

Ry—N—Ry

Ra

in cul ciascuno di R;, R; e Ry & indipendentemente H

oppure alchile ¢C;-Cys. Gruppi alchilici secondo la

presente invenzione sono idrocarburi alifatici che

possonc essere gruppli a catena lineare o ramificata.

Opzionalmente i gruppi alchilici possono essere So-

stituiti con uno o pit sostituenti, come alogeno, al-

chenile, alchinile, arile, ossidrile, ammino, tio,

BERGADANG MIRKO

fIscritto olf' Albo 1. 8438}



alcossile, carbossile, osso oppure cicloalchile. Lun-

go il gruppo alchilico possono opzionalmente essere
inseriti uno o pil atomi di ossigeno, zolfo, oppure

azoto sostituito o non sostituito. Gruppi alchilici

preferiti comprendono gruppi alchilici non sostituiti

e gruppi alchilici sostituiti cgntenenti uno o piu

gruppi ossidrilici, amminici ~e/oppure carbonilici
acido carbossilico ed estere), cice

(come chetone,
alcool (—-OH) C;-

alchile C;-Csp lineare o ramificato,

lineare o ramificato, acido carbossilico Ci—-Czo

Czo
ammina C;-Cs¢ lineare o ramifi-

lineare ¢ ramificato,

cata, chetone C;-Csp lineare o ramificato oppure este-

re C;-Czo lineare o ramificato.
In un aspetto della presente invenzione, il com-—

posto di protezione nei confronti della contaminazio-
ne con ammina comprende un amminoacido, in particola-

re L-prolina (cicé un composto di formula II), idros-

sido di tetrametilammonio pentaidrato (cioé un compo-
{cioé un compo-

sto di formula III), trietanolammina

sto di formula IV) e leoro miscele. Preferibilmente,

il composto di protezione nei confronti della conta-

minazione con ammina comprende ftrietanolammina.

QO MIRKE
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CHjy
H Hac—-xllx-’s-cnp:r.sn 20 HOCzHs—N—CzHsOH

N

H OoH CH3 CoHsOH

i I v

I presenti inventori hannc scoperto che quando

una fase di rivestimento superiore viene eseguita
usando la composizione di rivestimento superiore di
protezione nei confronti della contaminazione con am-
mina, si pud formare un disegno ultrafine avente un
profilo eccellente. Senza legarsi ad alcuna teoria,
si ritiene che la composizione di rivestimento supe-
riore di protezione nei confronti della contaminazio-
ne con ammina della presente invenzione intercetti
efficacemente la contaminazione con ammina ambientale
durante il ritardo post-esposizione (indicato in se-
guito come *PED’) e impedisca che 1'acido, generato
mediante esposizione alla luce, si diffonda nell’area
non esposta. Questo significa che guandeo un composto
di protezione nei confronti della contaminazione con
ammina secondo la presente invenzione viene aggiunto
ad una composizione di rivestimento superiore conven-
zionale, la composizione di rivestimento supericre di
protezione nei confronti della contaminazicne con am-
mina risultante ha una proprieta di base adatta per
agire come tampone per impedire che 1’acido generato

nell’area esposta venga contaminato mediante composti

-10-
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amminici dell’ambiente. Inoltre, la composizione di

rivestimento superiore di protezione nei confronti
della contaminazione con ammina della presente inven-
zlone viene applicata alla porzione superiore del PR.
Si ritiene che il composto di protezione nei confron-
ti della contaminazione con ammina contenuto nella
composizione di rivestimento superiore di protezione
nei confronti della contaminazione con ammina della

presente invenzione, limiti la diffusione dell’acido

sulla superficie del PR, fornendo cosl un disegno su-

periore avente un profilc verticale.

Scopi e vantaggi addizionali e nuove caratteri-
stiche della presente invenzione diventeranno eviden-
ti agli esperti del settore dopo esame sul suol esem-

pli seguenti, che non intendonc essere limitativi.

ESEMPI

Per conferﬁare gli effetti della composizione di
rivestimento superiore secondo la presente invenzic-
ne,

nei seguenti esempi & statoc formate un disegno PR

impiegando un procedimento di rivestimento superiore
che comprende:
{a) applicare una composizione di fotoresist su
un substrato per formare una pellicola di fotoresist;
(b)

applicare una composizione di rivestimento

superiore sulla porzione supericre della pellicola di

-13-
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fotoresist per formare un rivestimento superiore;

(c} esporre alla luce il substrato rivestito
risultante usando un dispositivo di esposizicne; e

(d) sviluppare il prodotto risultante.

La compoéizibne dilPR usata in precedenza viene
preparata disciogliendo (i) poli(acido 2Z-idrossietil-
5-norbornen-2-carbossilico/terz-butil-5-norbornen-2-
carbossilato/acido 5-norbornen-2-carbossilico/anidri-
de maleica), (ii) un generatore di fotoacido e (iii)
certi altri additivi opzionali in (iv) solvente di
propilen glicole metil etere acetato (PGMEA} [vedi J.
C. Jung, C. K. Bok e K. H. Baik, J. Photopolymer Sci.
and Technol., 10, (1997) 529; J. C. Jung, C. K. Bok e
K. H. Bailk, Proc. SPIE, 3333, (1898) 11; M. H. Jung e
K. H. Baik, J. Photopolymer Sci. and Technol., 11
(1998) 481}.

La composizione di rivestimentc supericore di
protezione nei confronti della contaminazione con am-
mina negli esempi dell’invenzione viene preparata ag-
giungendo il composto di protezione nei confronti
della contaminazione con ammina ad una composizione
di rivestimentc superiore convenzionale.

Tutti gli esperimenti di formazione del disegno
sono statl eseguiti ad una condizione avente la con-

centrazione di ammina dell’ambiente superiore a 15

...12_
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parti per miliardo (ppb).

Esempic comparativo 1

Ad una concentrazione di ammina dell’ambiente di
15 ppb, la composizione di PR & stata applicata sul
substrato, cotta a 110°C per 90 secondi e ratffreddata
a 23°C.

In seguitc, un materiale di rivestimento supe-
riore NFC 540 prodotto da Japan Synthetic Rubber ({in
seguito indicata come ‘JSR’), viene applicato come
compcsizione di rivestimento superiore sulla porzione
superiore del rivestimento superiore di PR, cotto a
60°C per 60 secondi e raffreddato.

I1 prodotto risultante viene esposto alla luce
mediante un dispositivo di esposizione a ArF, cotto a
110°C per 90 secondi e sviluppato in soluzione al
2,38% in peso di TMAH, ottenendo cosl il disegno da
150 nm mostrato nella Figura 1.

Come mostrato nella Figura 1, la porzione supe-
riore del disegno & considerevolmente danneggiata, e
il suo profilo verticale non & completo. Si ritiene
che guesto derivi dalla diffusione dell’ acido
nell’area non esposta durante la PED.

Esempio comparativo 2

Ad una concentrazione di ammina dell’ambiente di

15 ppb, la composizione di PR & stata applicata sul

-13-
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substrato,

cotta a 110°C per 90 secondi e raffreddata
a 23°C.

In seguito un materiale di rivestimento superio-
re Aquatar predottce da Clariant Inc.,

viene applicato
come

composizione di rivestimento superiore sulla

porzione superiore del rivestimento superiore di PR,

cotto a 60°C per 60 secondi e raffreddato.

I1 prodotto risultante viene esposto alla luce
mediante un dispositivo di esposizione a ArF,
110°C per 90 secondi e
2,38%

cotto a

sviluppato in scluzione al
in peso di TMAH, ottenendo cosl il disegno da
150 nm mostrato nella Figura 2.

Come illustrato nella Figura 2, la porzione su-
periore del disegno & considerevolmente danneggiata
come nella Figura 1, e la condizione

sviluppata
dell’area esposta non & completa.

Esempio deill’invenzione 1

Dapprima si prepara una nuova composizione di

rivestimento superiore di protezione nei confronti

della contaminazione con ammine secondo la presente in=.

venziocnemiscelando 20 g di NFC 540 (materiale di rive-
stimento superiore prcdotto da JSR)

e 0,016 g di L-
prolina.

Il disegno di PR viene formato ripetendo il pro-

cedimento dell’Esempioc comparative 1, ma usando la

-14-
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composizione suddescritta come composizione di rive-

stimento superiore di protezione neil confronti della

contaminazione con ammina. In breve, ad una concen-

trazione di ammina dell’ambiente di circa 15 ppb, la
composizione di PR viene applicata sul substrato,
cotta a 110°C per 9C secondi e raffreddata a 23°C.

In seguito, la composizione di rivestimento su-
periore di protezione nei confronti della contamina-
zione con ammina viene applicata sulla porzione supe-
riore del rivestimento superiore di PR, cotta a 60°C
per 60 secondi e raffreddata.

Il prodotto risultante viene espostc alla luce
mediante un dispositivo di esposizione a ArF, cottoe a
110°C per 90 secondi e sviluppato in soluzione al
2,38% in peso di TMAH, per produrre il disegno da 1590

nm mostrato nella Figura 3.

Rispetto alla Figura 1, la porzione superiore

del disegno nella Figura 3 & significativamente meno

danneggiata e mostra un profilo verticale significa-

tivamente miglicorato.

Esempio dell’invenzione 2

Si prepara una nuova composizione di rivestimen-
to superiore secondo la presente invenzione di prote-

zione nei confronti della contaminazione con ammina

niscelando 20 g di NFC 540 (materiale di rivestimento
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superiore prodotto.da JSR) e 0,025 ¢ di idrossido di

tetrametilammonic pentaidrato.

I1 procedimento litografico viene eseguito nello
stesso modo dell’Esempio comparativo 1 usando la com-
posizione suddescritta di protezione nei confronti
della contaminazione con ammina per produrre il dise-
gno da 150 nm rappresentato nella Figura 4.

Rispetto alla Figura 1, la porzione superiore

del disegnc nella Figura 4 & significativamente meno

danneggiata e mostra un profilco verticale significa-

tivamente migliiorato.

Esempio dell’invenzione 3

Si prepara una nuova composizione di rivestimen-
to superiore secondo la presente invenzicne di prote-

zione neli confronti della contaminazione con ammina

miscelando 20 g di Aquatar (materiale di rivestimento

superiore prodotto da Clariant Inc.) e 0,016 g di L-

prolina.

Il procedimento di rivestimento superiore viene
eseguito ripetendo il procedimento dell’Esempio com-
parativo 2, ma usando la composizione di rivestimento

superiore summenzionata di protezicne nei confronti

della contaminazione con ammina. Il procedimento li-

tocgrafico descritto nell’Esempio comparativo 2 predu-

ce un disegno di PR da 150 nm mostrato nella Figura

_16_
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5. Rispetto alla Figura 2, la porzione superiore del
disegno della Figura 5 & significativamente meno dan-
neggiata e il suc profilo verticale & significativa-
mente migliorato.

Esempio dell’invenzione 4

Si prepara una nuova compoesizione di rivestimen-
to superiore secondo la presente invenzicne di prote-
zione nei confronti della contaminazione con ammina
miscelando 20 g di Agquatar (materiale di rivestimento
superiore prodotte da Clariant Inc.) e 0,025 ¢ di
idrossido di tetrametilammonico pentaidrato.

Il procedimento di rivestimentoc superiore viene
eseguito ripetendo il procedimento dell’Esempio com-
parativo 2, ma usando la composizicne di rivestimento
superiore summenzionata di protezione nei confronti
della contaminazione con ammina. Il procedimento 1i-
tografico descritto nell’Esempio comparativo 2 produ-
- ce un disegno di PR da 150 nm mostrato nella Figura
6. Rispetto alla Figura 2, la porzicne superiore del
disegno della Figura 6 & significativamente meno dan-
neggiata e 11 suo profilo verticale & significativa-
mente migliorato.

Esempio dell’invenziocne 5

Si prepara una nuova composizione di rivestimen-

to superiore di protezione nei confronti della conta-

_17_
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minazione con ammina secondo la presente invenzione

miscelando 26 g di Aquatar (materiale di rivestimento
superiore prodotte da Clariant Inc.) e 0,020 g di
trietanolammina.

Il procedimento di rivestimento superiore viene
eseguito ripetendo il procedimento dell’Esempio com-
parativo 2, ma usaﬁdo la composizicone di rivestimento
superiore summenzionata di protezione nei confronti
della contaminazione con ammina per produrre il dise-
gno di PR da 150 nm mostrato nella Figura 7. Rispetto
alla Figura 2, la porzione superiore dei disegno del-
la Figura 7 & significativamente meno danneggiata e
il suo profilo verticale & significativamente migiio-
rato.

Mentre gli Esempi 1-5 descrivono 1’uso di radia-
zione ArF come fonte di luce di esposizicne, si pos-
sono anche impiegare altre fonti di luce, comprenden-
ti fonti di luce a lunghezza d’onda ultracorta come
KrF (248 nm), F. (157 nm), fascio E, fascio ionico e
ultravicletto estremo (EUV),

Oltre alla composizione di PR suddesc;itta, si
possono anche usare altre composizioni di PR conven-
zionaii note ad una persona di ordinaria esperienza
nella tecnica. Le condizioni litografiche usate negli

esenpl possono, se necessario, venire variate.

-18—~
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I risultati ottenuti dagli Esempi precedenti mo-
strano che la contaminazione con ammina durante il
PED e la deformazione del disegno sulla superficie

superiore dello strato di PR, a causa della diffusio-

ne dell’acido, possono venire significativamente ri-

dotte o impedite aggiungendo un composto di protezio-
ne nei confronti della contaminazione con ammina ad
una composizione di rivestimento superiore ceonvenzio-
nale secondo la presente invenzione.

La descrizione precedente dell’invenzione e sta-
fa presentata per scopl di illustrazione e descrizio-
ne. Quanto precede non intende limitare 1’invenzione
alla forma, o forme, descritta in questa sede. Sebbe-
ne la descrizione dell’invenzione comprende la de-
scrizione di una o piu forme di realizzazione e di
cefte variazioni e modifiche, altre variazioni e mo-

difiche rientrano nel campo dell’invenzione, per

esempio possono fare parte delle conoscenze di un

esperto della tecnica, dopo comprensione della pre-

sente descrizione. Si intende rivendicare diritti che
comprendono forme di realizzazione alternative fino
all’estensione permessa, comprendenti strutture, fun-
zioni, campi o fasi alternative, intercambiabili

e/oppure equivalenti a quelle rivendicate, siano tali

strutture, funzioni, campi o fasi alternative, inter-
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cambiabili e/oppure equivalenti descritte o meno in
questa sede e senza intendere divulgare uno gualsiasi

degli argomenti in oggetto brevettabili.
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RIVENDICAZIONI

1. Compesizione di rivestimento superiore di prote-
“ziome néizconfronti della coptaminaiione con ammina per

‘fotoresist, comprendente:

(a)

una composizione di rivestimento superiore;

(b) un composto basico.

Z.

Composizione di rivestimento superiore di protezione
nei confronti della contaminazione con ammina secondo la rivendi-

cazione 1, in cui 1’acido coniugateo di detto composto
basico ha un pKa di circa i3 o inferiore.

3. Composizione

di rivestimento superiore di protezione
nei confronti della contaminazione

con ammina seconde la rivendica-

08
hvA
= o
. A . ' : " = c
zione 1, in cui detto composto basico & un composto o 8
Z <
contenente azoto. L5
- 7 < 2
4. Composizione di rivestimento superiore di protezione %Z':
. w3
nei cenfronti della contaminazione con ammina secondo la rivendica-
zione 1,

in cui detto composto basico viene scelto

dal gruppc formato da derivati amminici comprendenti

s

derivati di amminoacidi; derivati ammidici; composti
uretanici comprendenti urea;

loro sali; e loro misce-—
le.

S.

Composizione di rivestimento supericpe di protezione

nei confronti della contaminazione con ammina secondo la rivendica-
zione 4,

in cui detto derivato amminico ha formula:

_21_
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Ra
in cui ciascunc di R;, Ry e R; & indipendentemente H
oppure alchile C;-C;o lineare o ramificato.

6. Composzione di rivestimento superiore di protezione

nei confronti della contaminazione con ammina secondo la rivendica-—

zione 5, 1in cui detto alchile & (i) alchile lineare o
ramificato non sostituito; oppure (ii) alchile linea-
re o ramificato sostituito scelto dal gruppo costi-
tuito da alcool (-QH) C;-Cs¢ lineare o ramificato,
acido carbossilico C;-Czs lineare o ramificato, ammina
C;—-Cz0 lineare o ramificata; chetone C;-Cz lineare o

ramificatc, e estere C,-Cuo lineare o ramificato.

7. Composizione di rivestimento superiore di protezione:

nei confronti.deila  contaminazione con ammina secondo I'a rivendica-

zione _ 4, in cui detto derivatc amminico viene scelto
dal gruppo costituito da L-prolina, idrossido di te-
trametilammonioc pentaidrato, trietanclammina e loro
miscele.

8. Procedimento per la formazicone di un disegno
di fotoresist, comprendente le fasi di:

(a) applicare una composizione di fotoresist su
un substrato per formare una pellicola di fotoresist;

(b) applicare una composizione di rivestimento

superiore di protezione nei confrenti della contaminazione con

_22_
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ammina seconido la rivendicazione 1, .sulla

porzione superiore della pellicola di fotoresist perl

formare un rivestimento superiocre;

(c) esporre alla luce il substrato rivestito
risuitante usando un dispositivo di esposizione; e

(d) sviluppare i1l substrato esposto.

9. Procedimento secondo la rivendicazicone 8, in
cui il dispositivo di esposizione comprende una fonte
di luce in grado di generare una lunghezza d’onda ul-
tracorta inferiore a 250 nm.

10. Procedimento secondo la rivendicazione 9,
in cui la fonte di.luce viene scelta dal gruppo co-
stituito da KrF (248 nm), ArF (193 nm), F; (157 nm),
fascic E, fascio ionico e ultravicoletto estremo
(EUV) .

11. Elémento semiconduttore prodotto impiegando

il procedimento secondo la rivendicazione 8.

p.i.: HYUNDAI ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD.
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p.i.: HYUNDAI ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD.
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